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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月24日(2014.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上の酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜上のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上のゲート電極と、
　前記ゲート電極上の導電膜と、
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　前記酸化物半導体膜と、前記ゲート絶縁膜の側面とに接する領域を有するソース電極と
、
　前記酸化物半導体膜と、前記ゲート絶縁膜の側面とに接する領域を有するドレイン電極
と、を有し、
　前記ソース電極上面の前記基板表面からの高さと、ドレイン電極上面の前記基板表面か
らの高さとは、前記ゲート電極上面の前記基板表面からの高さより低く、
　前記導電膜、前記ソース電極、及びドレイン電極は、同一の金属元素を有することを特
徴とする半導体装置。
【請求項２】
　基板上の酸化物半導体膜と、
　前記酸化物半導体膜上のゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上のゲート電極と、
　前記ゲート電極の側面と接する領域を有する側壁絶縁膜と、
　前記ゲート電極上の導電膜と、
　少なくとも前記酸化物半導体膜と、前記ゲート絶縁膜の側面とに接する領域を有するソ
ース電極と、
　少なくとも前記酸化物半導体膜と、前記ゲート絶縁膜の側面とに接する領域を有するド
レイン電極と、を有し、
　前記ソース電極上面の前記基板表面からの高さと、ドレイン電極上面の前記基板表面か
らの高さとは、前記ゲート電極上面の前記基板表面からの高さより低く、
　前記導電膜、前記ソース電極、及びドレイン電極は、同一の金属元素を有することを特
徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記ゲート電極と前記導電膜との間に、絶縁膜を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記酸化物半導体膜は、ソース領域と、ドレイン領域と、前記ソース領域と前記ドレイ
ン領域との間に配置され、前記ゲート電極と重畳するチャネル形成領域と、を有し、
　前記ソース領域及びドレイン領域の各々は、リン、ホウ素、窒素及びフッ素から選ばれ
た一種以上の元素を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　前記酸化物半導体膜は、Ｉｎ、Ｇａ、Ｓｎ、及びＺｎから選ばれた一種以上の元素を含
むことを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記酸化物半導体膜と重畳する領域を有するゲート電極を形成
し、
　前記酸化物半導体膜、前記ゲート絶縁膜、及び前記ゲート電極を覆う導電膜を形成し、
　前記導電膜を等方性エッチングして、少なくとも前記ゲート電極の側面を露出させ、ソ
ース電極及びドレイン電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項７】
　酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に前記酸化物半導体膜と重畳する領域を有するゲート電極を形成し
、
　前記ゲート電極上に絶縁膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜、前記ゲート絶縁膜、前記ゲート電極、及び前記絶縁膜を覆う導電
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膜を形成し、
　前記導電膜を等方性エッチングして、少なくとも前記ゲート電極の側面を露出させ、ソ
ース電極及びドレイン電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項８】
　酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に前記酸化物半導体膜と重畳する領域を有するゲート電極を形成し
、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート電極の側面と接する領域を有する側壁絶縁膜を形成
し、
　前記酸化物半導体膜、前記ゲート絶縁膜、前記側壁絶縁膜、及び前記ゲート電極を覆う
導電膜を形成し、
　前記導電膜を等方性エッチングして、少なくとも前記側壁絶縁膜を露出させ、ソース電
極及びドレイン電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項９】
　酸化物半導体膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に前記酸化物半導体膜と重畳する領域を有するゲート電極を形成し
、
　前記ゲート電極上に絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、前記ゲート電極及び前記絶縁膜の側面と接する領域を有する側
壁絶縁膜を形成し、
　前記酸化物半導体膜、前記ゲート絶縁膜、前記側壁絶縁膜、及び前記絶縁膜を覆う導電
膜を形成し、
　前記導電膜を等方性エッチングして、少なくとも前記側壁絶縁膜を露出させ、ソース電
極及びドレイン電極を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１０】
　請求項６乃至請求項９のいずれか一項において、
　前記等方性エッチングは、ウェットエッチングにより行うことを特徴とする半導体装置
の作製方法。
【請求項１１】
　請求項６乃至請求項１０のいずれか一項において、
　前記ゲート電極をマスクとして、前記酸化物半導体膜にリン、ホウ素、窒素及びフッ素
から選ばれた一種以上の元素を添加することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１２】
　請求項６乃至請求項１１のいずれか一項において、
　前記ゲート絶縁膜を形成する前に、前記酸化物半導体膜に酸素を添加することを特徴と
する半導体装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項６乃至請求項１２のいずれか一項において、
　前記酸化物半導体膜は、Ｉｎ、Ｇａ、Ｓｎ及びＺｎから選ばれた一種以上の元素を含む
ことを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項１４】
　請求項６乃至請求項１３のいずれか一項において、
　前記導電膜は、ロングスロースパッタリング法又はコリメータスパッタリング法により
形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
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